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(57)【要約】
【課題】隣接するアイランド間に接合材がブリッジする
ことを防止することができる半導体装置およびその製造
方法を提供する。
【解決手段】上面２１および端面２２～２５を有する複
数のアイランド２と、各アイランド２上の半導体チップ
４と、アイランド２と半導体チップ４との間の接合材３
２と、アイランド２上にめっき膜１７とを含み、複数の
アイランド２の少なくとも一つにおいて、当該一つのア
イランド２の対向端面２２に、アイランド２の素地領域
２７が露出している、半導体装置１を提供する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面および端面を含む外表面を有する複数のアイランドと、
　各前記アイランド上の半導体チップと、
　前記アイランドと前記半導体チップとの間の接合材と、
　前記アイランドの前記外表面に形成されためっき層とを含み、
　前記複数のアイランドの少なくとも一つにおいて、当該一つのアイランドの前記端面の
うち隣接する前記アイランドと対向する第１端面に、前記アイランドが素地領域として露
出している、半導体装置。
【請求項２】
　前記アイランドの前記上面において、前記第１端面から所定距離離れたライン上に、前
記めっき層の第１外縁が設定されており、
　前記素地領域は、前記アイランドの前記第１端面と前記めっき層の前記第１外縁との間
にさらに設けられている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記アイランドの前記第１端面と前記めっき層の前記第１外縁との距離が、１５０μｍ
～３００μｍである、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記アイランドは、４つの前記端面によって区画された平面視四角形状に形成されてお
り、
　前記アイランドの上面における前記素地領域は、前記アイランドの前記第１端面に対し
て一定幅の直線部と、前記直線部の少なくとも長手方向一端部に連なり、前記アイランド
の角部において幅が狭くなる非直線部とを含む、請求項２または３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記非直線部は、前記アイランドの内方に湾曲する弓形の前記めっき層の前記第１外縁
によって区画されている、請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記アイランドの周囲に配置され、前記アイランドに対して高低差を有するリードを含
み、
　前記アイランドの前記上面において、前記リード側の第２端面に一致するライン上に、
前記めっき層の第２外縁が設定されており、
　前記アイランドの前記上面における前記第２端面側の周縁部は、前記めっき層で覆われ
ている、請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記アイランドの前記第２端面は、前記めっき層で覆われている、請求項６に記載の半
導体装置。
【請求項８】
　前記リードの外表面に形成された第２めっき層をさらに含む、請求項６または７に記載
の半導体装置。
【請求項９】
　前記アイランドの前記第１端面とは異なる第３端面に一体的に接続され、前記第３端面
から外側に延びるアイランドサポート部をさらに含む、請求項１～８のいずれか一項に記
載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記アイランドサポート部は、互いに隣接する前記アイランドの両方に設けられており
、
　一方の前記アイランドサポート部と他方の前記アイランドサポート部とが、同一直線上
に延びている、請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　互いに隣接する前記アイランド間の距離が、１００μｍ～２００μｍである、請求項１
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～１０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記アイランドは、Ｃｕを主成分とする金属材料からなる、請求項１～１１のいずれか
一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記複数のアイランドおよび前記複数の半導体チップを一括して封止する樹脂パッケー
ジを含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記接合材は、前記複数のアイランドの前記上面において、前記上面の端縁の内方領域
に収まっている、請求項１～１３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記接合材は、前記アイランドと前記半導体チップとの間の領域から外側のはみ出し部
を含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　上面および端面を含む外表面を有する複数のアイランド、および前記複数のアイランド
の周囲のリードを有するリードフレームを準備する工程と、
　前記複数のアイランドの少なくとも一つにおいて、当該一つのアイランドの前記端面の
うち隣接する前記アイランドと対向する第１端面側の周縁部にマスクを形成する工程と、
　前記マスクを残した状態で、前記アイランドの前記上面にめっき層を形成する工程と、
　前記めっき層上に、接合材を介して半導体チップを設置する工程とを含む、半導体装置
の製造方法。
【請求項１７】
　前記マスクを形成する工程は、互いに隣接する前記アイランドの両方の周縁部を一体的
に覆うマスクを形成する工程を含む、請求項１６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記マスクを形成する工程は、前記リードフレームにマスキングテープを貼着する工程
を含む、請求項１６または１７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記マスキングテープは、ポリイミドテープを含む、請求項１８に記載の半導体装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、特許文献１は、複数のアイランドと、各アイランド上に、Ａｇ系材料等を用
いて搭載された複数の半導体チップと、複数のアイランドおよび複数の半導体チップを一
括して封止する樹脂パッケージとを含む半導体装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－６１４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のように一つの樹脂パッケージに複数の半導体チップを搭載する場合、チッ
プ間の短絡の問題がある。たとえば、半導体チップとアイランドとを接合する接合材が、
隣接するアイランドにブリッジして互いに導通する場合がある。
　そこで、本発明の一実施形態は、隣接するアイランド間に接合材がブリッジすることを
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防止することができる半導体装置およびその製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態に係る半導体装置は、上面および端面を含む外表面を有する複数の
アイランドと、各前記アイランド上の半導体チップと、前記アイランドと前記半導体チッ
プとの間の接合材と、前記アイランドの前記外表面に形成されためっき層とを含み、前記
複数のアイランドの少なくとも一つにおいて、当該一つのアイランドの前記端面のうち隣
接する前記アイランドと対向する第１端面に、前記アイランドが素地領域として露出して
いる。
【０００６】
　本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法は、上面および端面を含む外表面を有
する複数のアイランド、および前記複数のアイランドの周囲のリードを有するリードフレ
ームを準備する工程と、前記複数のアイランドの少なくとも一つにおいて、当該一つのア
イランドの前記端面のうち隣接する前記アイランドと対向する第１端面側の周縁部にマス
クを形成する工程と、前記マスクを残した状態で、前記アイランドの前記上面にめっき層
を形成する工程と、前記めっき層上に、接合材を介して半導体チップを設置する工程とを
含む。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一実施形態によれば、アイランドの第１端面側の周縁部にマスクがされた状態
でめっき層が形成されるので、少なくともアイランドの第１端面にめっき層が形成される
ことを防止することができる。これにより、接合材がめっき層上の領域に濡れ広がっても
、第１端面にまで濡れ広がることを防止することができる。その結果、隣接するアイラン
ドに接合材がブリッジすることを防止することができる。よって、アイランド間の短絡を
防止できるので、信頼性の高い半導体装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置を示す斜視図である。
【図２】図２は、前記半導体装置の模式的な平面図である。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、それぞれ、図２のＡ－Ａ切断面およびＢ－Ｂ切断面にお
ける断面図である。
【図４】図４は、前記半導体装置におけるめっき領域のパターンを示す図である。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、前記半導体装置の製造工程の一部を示す図であり、それ
ぞれ、図２のＡ－Ａ切断面およびＢ－Ｂ切断面に対応している。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは、図５Ａおよび図５Ｂの次の工程を示す図である。
【図７】図７Ａおよび図７Ｂは、図６Ａおよび図６Ｂの次の工程を示す図である。
【図８】図８Ａおよび図８Ｂは、図７Ａおよび図７Ｂの次の工程を示す図である。
【図９】図９Ａおよび図９Ｂは、図８Ａおよび図８Ｂの次の工程を示す図である。
【図１０】図１０Ａおよび図１０Ｂは、図９Ａおよび図９Ｂの次の工程を示す図である。
【図１１】図１１は、前記半導体装置の製造工程で使用されるめっき用のマスクパターン
を示す図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、比較例に係る半導体装置の要部を示す画像である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａの破線Ｂで囲まれた領域の拡大図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、実施例に係る半導体装置の要部を示す画像である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａの破線Ｂで囲まれた領域の拡大図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、参考例に係る半導体装置の要部を示す画像である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１４Ａの破線Ｂで囲まれた領域の拡大図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、比較例に係る半導体装置のＸ線イメージ（平面視）である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、比較例に係る半導体装置のＸ線イメージ（側面視）である。
【図１６】図１６は、実施例に係る半導体装置のＸ線イメージ（平面視）である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置１を示す斜視図である。図２は、半導体
装置１の模式的な平面図である。図３Ａおよび図３Ｂは、それぞれ、図２のＡ－Ａ切断面
およびＢ－Ｂ切断面における断面図である。図４は、半導体装置１におけるめっき膜１７
のパターンを示す図である。図４では、明瞭化のため、半導体チップ４およびワイヤ５を
省略して示している。
【００１０】
　半導体装置１は、ＳＯＰ（Small Outline Package）が適用された半導体装置である。
半導体装置１は、複数のアイランド２、複数のリード３、半導体チップ４、ワイヤ５およ
び樹脂パッケージ６を含む。複数のアイランド２、複数のリード３、半導体チップ４およ
びワイヤ５は、樹脂パッケージ６によって一括して封止されており、半導体装置１（樹脂
パッケージ６）の外形は、扁平な直方体形状となっている。樹脂パッケージ６としては、
たとえば、エポキシ樹脂等の公知の材料を適用することができる。
【００１１】
　複数のアイランド２は、金属薄板（たとえば、銅薄板）を打ち抜くことにより形成され
るものである。複数のアイランド２は、この実施形態では、２つのアイランド２を含み、
たとえば１００μｍ～２００μｍの間隔を空けて互いに隣接している。各アイランド２は
、平面視長方形状に形成されており、上面２１および４つの端面（側面）２２，２３，２
４，２５を有している。
【００１２】
　４つの端面２２～２５のうち、端面２２および端面２３が互いに対向する関係にあり、
端面２４および端面２５が互いに対向する関係にあって、それぞれ対をなしている。一つ
の対をなす端面２２および端面２３は、それぞれ、隣接するアイランド２と対向する対向
端面２２（本発明の第１端面の一例）およびその反対側で外側に臨む外側端面２３（本発
明の第３端面の一例）である。もう一方の対をなす端面２４および２５は、それぞれ、複
数のリード３が配置される側の、第１リード側端面２４（本発明の第２端面の一例）およ
び第２リード側端面２５である。
【００１３】
　各アイランド２の外側端面２３には、アイランドサポート部１３が一体的に接続されて
いる。アイランドサポート部１３は、外側端面２３から外側に直線状に延び、樹脂パッケ
ージ６から露出している。この実施形態では、アイランドサポート部１３は、樹脂パッケ
ージ６から突出しないように、樹脂パッケージ６の側面と面一な先端面１４を有している
。また、アイランドサポート部１３は、互いに隣接するアイランド２の両方に設けられて
おり、図２および図４に示すように、一方のアイランドサポート部１３と他方のアイラン
ドサポート部１３とが、同一直線上に延びている。
【００１４】
　複数のリード３は、アイランド２と同様に金属薄板（たとえば、銅薄板）を打ち抜くこ
とにより形成されるものである。複数のリード３は、第１リード端面２４側に配置された
複数の第１リード７と、第２リード端面２５側に配置された複数の第２リード８とを含む
。
　複数の第１リード７は、アイランド２の第１リード側端面２４に沿って間隔を空けて配
列され、各アイランド２に同数ずつ設けられている。たとえば、この実施形態では、１つ
のアイランド２に対して第１リード７が２本ずつ設けられている。各第１リード７は、水
平方向（アイランド２の上面２１に平行な方向）にアイランド２と間隔を空けると共に、
図３Ａに示すように、鉛直方向（アイランド２の上面２１の法線方向）において、高低差
ｈを有して配置されている。この実施形態では、各第１リード７は、アイランド２の上方
位置に配置されているが、アイランド２の下方位置に配置されていてもよい。むろん、第
１リード７をアイランド２と同じ高さ位置に配置してもよい。
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【００１５】
　また、各第１リード７は、樹脂パッケージ６で封止されたインナーリード９と、樹脂パ
ッケージ６から露出したアウターリード１０とを一体的に備えている。
　インナーリード９は、アイランド２の上方位置においてアイランド２の上面２１と平行
に配置され、ワイヤ５が接続されるランド部１１およびランド部１１から外側へ延びる端
子としての延出部１２を一体的に有している。ランド部１１は、延出部１２よりも幅広に
形成されている。
【００１６】
　アウターリード１０は、その全体がインナーリード９の延出部１２の延長部（延出部１
２と同じ幅）で構成されており、下方へ屈曲する屈曲部を有する略クランク形状に形成さ
れている。アウターリード１０は、半導体装置１をプリント配線基板に実装するときの外
部接続部として機能する。
　複数の第２リード８は、アイランド２の第２リード側端面２５に沿って間隔を空けて配
列され、各アイランド２に同数ずつ設けられている。たとえば、この実施形態では、１つ
のアイランド２に対して第２リード８が２本ずつ設けられている。各第２リード８は、ア
イランド２に片持ち支持された一体型リードとして構成されている。
【００１７】
　また、各第２リード８は、樹脂パッケージ６で封止されたインナーリード１５と、樹脂
パッケージ６から露出したアウターリード１６とを一体的に備えている。
　インナーリード１５は、略一定幅の端子としてアイランド２の第２リード側端面２５か
ら外側へ延びている。
　アウターリード１６は、その全体がインナーリード１５の延長部（インナーリード１５
と同じ幅）で構成されており、下方へ屈曲する屈曲部を有する略クランク形状に形成され
ている。アウターリード１６は、半導体装置１をプリント配線基板に実装するときの外部
接続部として機能する。
【００１８】
　アイランド２および複数のリード３上には、めっき膜１７が形成されている。めっき膜
１７は、たとえばＡｕ、Ｎｉ、Ａｇ等の金属材料からなり、この実施形態では、Ａｇめっ
き膜が適用されている。このめっき膜１７の形成領域は、図４により明確に示される。
　図４を参照して、めっき膜１７はハッチングを施した領域であり、アイランド２のほぼ
全域、第１リード７のランド部１１および延出部１２の基端部（ランド部１１との境界部
）、第２リード８のインナーリード１５の基端部（アイランド２との境界部）、ならびに
アイランドサポート部１３の基端部（アイランド２との境界部）に形成されている。
【００１９】
　めっき膜１７のうちアイランド２、アイランド２と一体な第２リード８およびアイラン
ドサポート部１３に形成された本発明のめっき層の一例としての第１めっき膜１８の特徴
としては、アイランド２の上面２１において、対向端面２２から所定距離Ｄ１（たとえば
、１５０μｍ～３００μｍ）離れたライン上に第１外縁２６が設定されている。これによ
り、アイランド２の対向端面２２、および対向端面２２と第１めっき膜１８の第１外縁２
６との間に、アイランド２の素地（つまり、Ｃｕ部分）が素地領域２７として露出してい
る。
【００２０】
　この素地領域２７は、アイランド２の上面において、アイランド２の対向端面２２に平
行な一定幅の直線部２８と、直線部２８の第１リード７側の端部に連なり、アイランド２
の角部において幅が狭くなる非直線部２９とを含む。直線部２８の第２リード８側の端部
は、一定幅の状態で第２リード側端面２５に達していてもよい。また、非直線部２９の形
状は特に制限されないが、この実施形態では、第１めっき膜１８の第１外縁２６が、アイ
ランド２の内方に湾曲する弓形に形成されることによって区画されている。これにより、
第１めっき膜１８は、第１リード７側において徐々に幅が広がっている。
【００２１】
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　また、第１めっき膜１８の他の特徴として、アイランド２の上面２１において、第１リ
ード側端面２４に一致するライン上に第２外縁３０が設定されている。これにより、アイ
ランド２の上面２１における第１リード７側の周縁部３１は、第１めっき膜１８で覆われ
ている。さらにこの実施形態では、第１めっき膜１８が、第１リード側端面２４も覆って
いる。
【００２２】
　以上をまとめると、アイランド２に関して、対向端面２２は、めっき膜１７で覆われて
おらず（つまり、アイランド２の素地が露出しており）、第１リード側端面２４は、めっ
き膜１７で覆われている。残りの外側端面２３および第２リード側端面２５については、
めっき膜１７で覆われていても覆われていなくてもよい。
　つまり、対向端面２２がめっき膜１７で覆われていると、接合材３２（後述）が対向端
面２２まで濡れ広がり、それが原因で、隣接するアイランド２に接合材３２がブリッジす
るおそれがあるため好ましくない。これに対し、第１リード側端面２４は、隣接する第１
リード７との間に高低差ｈ（図３Ａ）が設けられている。そのため、めっき膜１７で覆わ
れることで接合材３２が濡れ広がっても、第１リード７に接合材３２がブリッジする可能
性は低く、あまり問題とならない。外側端面２３および第２リード側端面２５に関しても
同様に、これらの端面２３，２５に隣接する導電部材は、アイランドサポート部１３およ
び第２リード８であり、いずれもアイランド２と直接接続されているものであるから、こ
れらの部材８，１３に接合材３２が触れても短絡の問題が生じない。したがって、外側端
面２３および第２リード側端面２５については、めっき膜１７で覆われていてもよい。
【００２３】
　めっき膜１７のうち第１リード７に形成された本発明の第２めっき層の一例としての第
２めっき膜１９は、たとえば、第１リード７のランド部１１の全体を覆っている。この実
施形態では、ランド部１１の端面は第２めっき膜１９で覆われていないが、前述の接合材
３２のブリッジの発生原理に基づけば、ランド部１１の端面が第２めっき膜１９で覆われ
ていても特に問題ではない。
【００２４】
　半導体チップ４は、平面視四角形状に形成されており、上面の周縁部に複数のパッド２
０を有している。複数のパッド２０は、半導体チップ４の一つの周縁に沿って等しい間隔
を空けて配列されている。半導体チップ４は、パッド２０が配置された上面を上方に向け
た姿勢で、接合材３２を介してアイランド２に接合されている。また、複数の半導体チッ
プ４は、互いに同じ機能を有する素子（たとえば、両方ともがＭＯＳＦＥＴ等）であって
もよい。
【００２５】
　接合材３２には、たとえば、半田ペーストが用いられる。接合材３２は、めっき膜１７
が平面視で半導体チップ４よりも広い面積で半導体チップ４を取り囲むように形成されて
いるため、半導体チップ４とアイランド２との間の領域から外側にはみ出し部３３を有し
ている。しかしながら、めっき膜１７の第１外縁２６が対向端面２２から離れて設定され
ているため、対向端面２２にまで濡れ広がらず、アイランド２の内方領域に収まっている
。
【００２６】
　ワイヤ５は、この実施形態では、Ｃｕを主成分（たとえば、Ｃｕの純度が９９．９９％
以上）とする、いわゆるＣｕワイヤからなるが、変形例としてＡｕワイヤやＡｌワイヤを
使用してもよい。ワイヤ５は、半導体チップ４のパッド２０と第１リード７との間を接続
している。図１に示すように、１つの第１リード７に対して、２つのパッド２０から２本
のワイヤ５が接続されていてもよいし、１つの第１リード７に対して、１つのパッド２０
から１本のワイヤ５が接続されていてもよい。
【００２７】
　図５～図１０は、半導体装置１の製造工程の一部を工程順に示す図である。図５～図１
０の各図において、「Ａ」と併記される図面が図２のＡ－Ａ切断面に対応し、「Ｂ」と併
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記される図面が図２のＢ－Ｂ切断面に対応している。
　半導体装置１を製造するには、たとえば、まず図５Ａおよび図５Ｂに示すように、アイ
ランド２およびリード３を一体的に有するリードフレームが準備される。
【００２８】
　次に、図６Ａおよび図６Ｂに示すように、アイランド２およびリード３上にマスク３４
が形成される。マスク３４としては、たとえばポリイミドテープ等のマスキングテープを
貼着できる。マスク３４は、図１１に示すように、前述のめっき膜１７を形成すべき領域
に開口３５を有している。この実施形態では、アイランド２およびリード３を個別に被覆
するのではなく、たとえば、互いに隣接するアイランド２の両方の対向端面２２に跨るよ
うに、当該対向端面２２の周縁部がマスク３４で一体的に覆われる。
【００２９】
　次に、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、マスク３４の開口３５から露出するアイラン
ド２およびリード３の外表面に、めっき膜１７が形成される。めっき方法としては、たと
えば、電解めっき法が適用できる。
　次に、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、接合材３２を介して、半導体チップ４がアイ
ランド２にダイボンディングされる。
【００３０】
　次に、図９Ａおよび図９Ｂに示すように、半導体チップ４と第１リード７とがワイヤ５
で接続される。
　次に、図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように、複数のアイランド２、複数のリード３、
半導体チップ４およびワイヤ５は、樹脂パッケージ６によって一括して封止される。封止
後、各半導体装置１の個片に切り分けられる。そして、リード３のアウターリード１０，
１６がクランク状に曲がるように加工されることによって、図１に示す半導体装置１が得
られる。
【００３１】
　以上、この実施形態によれば、図１１に示すように、アイランド２の対向端面２２から
所定距離Ｄ１離れた位置までのアイランド２の周縁部にマスク３４がされた状態でめっき
膜１７が形成される。これにより、めっき後のアイランド２において、図４に示すように
、対向端面２２および対向端面２２側のアイランド２の周縁部に、素地領域２７を形成す
ることができる。そのため、半導体チップ４をアイランド２にボンディングする際に、接
合材３２が外側に広がっても、当該接合材３２の広がりを素地領域２７とめっき膜１７と
の境界（第１外縁２６）で止めることができる。つまり、接合材３２が、対向端面２２に
まで濡れ広がることを防止することができる。その結果、隣接するアイランド２に接合材
３２がブリッジすることを防止することができる。よって、アイランド２間の短絡を防止
できるので、信頼性の高い半導体装置１を実現することができる。
【００３２】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は、他の形態で実施することもできる
。
　たとえば、前述の実施形態では、素地領域２７は、隣接するアイランド２の両方に形成
されていたが、どちらか一方にだけ形成された態様であってもよい。この場合、他方のア
イランド２の対向端面２２には、めっき膜１７が形成されていてもよい。このような構成
であっても、少なくとも対向端面２２に素地領域２７が形成されたアイランド２に接合材
３２が濡れ広がることを防止できるので、上記の効果を達成することができる。
【００３３】
　また、前述の実施形態では、ＳＯＰタイプの半導体装置を取り上げたが、本発明は、Ｑ
ＦＰ（Quad Flat Package）、ＳＯＮ（Small Outline Non-leaded package）、ＱＦＮ（Q
uad Flat Non-leaded Package）等の他の種類のパッケージタイプの半導体装置に適用す
ることもできる。
　本発明の半導体装置は、パワーモジュール等のパワーデバイスの製造全般に利用可能で
あり、特に、小型・軽量化が求められている分野、車載、太陽電池、産業機器向けの装置
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等、温度変化が激しい環境下で使用される装置に良好に適用できる。
【００３４】
　その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能で
ある。
【実施例】
【００３５】
　次に、本発明を実施例および比較例に基づいて説明するが、本発明は下記の実施例によ
って限定されるものではない。
＜実施例＞
　前述の実施形態に倣って、半導体装置１を作製した。この際、２つのアイランド２のう
ち、一方のアイランド２の対向端面２２に素地領域２７を形成し、他方の対向端面２２に
はめっき膜１７を形成した。なお、主要な構成材料は次の通りである。
・アイランド２およびリード３：Ｃｕ合金
・めっき膜１７：Ａｇめっき膜
・接合材３２：Ｐｂ－３Ｓｎ－１Ａｇ半田
＜比較例＞
　両方のアイランド２の対向端面２２にめっき膜１７を形成した（対向端面２２に素地領
域２７なし）こと以外は、実施例と同様に半導体装置１を作製した。
＜評価＞
　実施例および比較例で得られた半導体装置の内部の写真を、図１２Ａ、図１２Ｂ、図１
３Ａおよび図１３Ｂに示す。図１２Ａおよび図１２Ｂが比較例の写真で、図１３Ａおよび
図１３Ｂが実施例の写真である。
【００３６】
　図１２Ａおよび図１２Ｂに示すように、比較例では、対向端面２２にめっき膜１７が形
成された結果、接合材３２（半田）が対向端面２２に濡れ広がり、さらに隣接するアイラ
ンド２にブリッジしていた。
　これに対して、実施例では、図１３Ａおよび図１３Ｂに示すように、めっき膜１７が形
成された対向端面２２に、接合材３２が濡れ広がっていたものの、隣接するアイランド２
へのブリッジは確認されなかった。これは、一方のアイランド２の対向端面２２が素地領
域２７として露出しているところ、Ｃｕ合金からなる素地領域２７に接合材３２が濡れな
かったためであると考えられる。
【００３７】
　ここで、半田がＣｕ合金に濡れないことは、図１４Ａおよび図１４Ｂの参考例によって
も証明できる。図１４Ｂでは、チップ４、アイランド２およびリード３で区画された凹部
に多量の接合材３２が溜まっており、本来ならリード３の上部まで接合材３２が濡れ広が
りそうであるが、実際には、めっき膜１７と素地領域２７との境界で濡れ拡がりが止まっ
ている。
【００３８】
　なお、実施例および比較例における半田ブリッジの有無は、図１５Ａ、図１５Ｂおよび
図１６に示すＸ線イメージによっても確認することができる。図１５Ａは、比較例に係る
半導体装置のＸ線イメージ（平面視）であり、図１５Ｂは、比較例に係る半導体装置のＸ
線イメージ（側面視）である。また、図１６は、実施例に係る半導体装置のＸ線イメージ
（平面視）である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　半導体装置
　２　アイランド
　３　リード
　４　半導体チップ
　６　樹脂パッケージ
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　７　第１リード
　８　第２リード
　１３　アイランドサポート部
　１７　めっき膜
　１８　第１めっき膜
　１９　第２めっき膜
　２１　上面
　２２　対向端面
　２３　外側端面
　２４　第１リード側端面
　２５　第２リード側端面
　２６　第１外縁
　２７　素地領域
　２８　直線部
　２９　非直線部
　３０　第２外縁
　３１　周縁部
　３２　接合材
　３３　はみ出し部
　３４　マスク

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６】
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